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RESUMO

Este trabalho, iniciado em margo de 2010, tem como objetivo realizar um estudo das
propriedades morfoldgicas e estruturais de filmes de diamante dopados com boro, com
diferentes niveis de dopagem, crescidos sobre substratos de Titanio (Ti) para a aplicagcdo de
limpeza de efluentes. Os filmes foram depositados pela técnica da deposi¢dao quimica a partir
da fase de vapor utilizando um reator de filamento quente. O processo de crescimento de
diamante (CVD) consiste na formagao de hidrogénio atomico e radicais de hidrocarbonetos
dentro de um reator em uma condi¢do de ndo equilibrio termodindmico. Os atomos de
carbono dos hidrocarbonetos assim produzidos incorporam-se a superficie metélica
proporcionando o crescimento da rede cristalina do diamante. Os substratos utilizados neste
trabalho sdo chapas de Ti nas dimensdes de 2,5 x 2,5 cm e 1,0 x 1,0 cm, os quais as
superficies foram limpas com acetona em banho de ultrassom e preparada para o crescimento
por semeadura com p6 de diamante (0,25pum) suspenso em hexano. Os filmes de diamante
foram crescidos com os seguintes parametros de crescimento: temperatura entre 620°C-650°C,
que através do termopar localizado na superficie do substrato foi possivel medir a temperatura
durante todo o crescimento, concentragao de metano de 2% e de hidrogénio 98% em um fluxo
total dos gases de 200 sccm. A pressao do reator foi mantida em 40 torr para um periodo de
crescimento de 7 horas, e a distancia entre o filamento e o substrato foi mantida em
aproximadamente 5 mm. A variacdo da dopagem foi realizada pelo controle no fluxo de
entrada, no reator, de uma solucdo de B,0O; dissolvido em metanol (5000, 15000 ¢ 30000
ppm), mantendo este fluxo em 140 sccm que corresponde a uma densidade de portadores
entre 10" a 10*' 4tomos/cm’. O estudo do controle da dopagem de filmes de diamante
microcristalinos, tem sido realizado com a finalidade de desenvolver eletrodos
semicondutores para serem utilizados em processos eletroquimicos. As amostras foram
analisadas por microscopia eletronica de varredura (MEV), difracdo de raios X e
espectroscopia de espalhamento Raman. Estas analises em conjunto evidenciaram a formagao
de filmes morfologicamente homogéneos, bem aderidos a superficie do Ti e caracterizados
pelo controle da dopagem.
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